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SI-NPN-Transistor \

51
NIN e,

c CTC .
5100 29

'19 ?5/ 23’

1. . Eigcmduﬂen -

1.1. Mechamsche Ausfuhrung :

1.1.1. . Gehauseart: JEDEC /DIN

1.1.2.  Gehausewerkstoff: Kcrom:lr ‘ 8_
1.1.3.  Gehauseoberflache: ' i

1.1.4.  AnschluBdrahte iétbar vzin/vgol

) Formel- Wert MeBbedingung
12.  Grenzwerte 2eichen '
1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung: Uces 70 v 4, = °C
122, Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 33 V| 3= °c
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 2 v % = °C
1.24. Kollektorstrom: ‘ Ic 20 A 8= 25 °C
1.25. Veriustleistung: ) Piot 250 w8, = °c
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): i -65...200¢C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: o, 200 o¢
1.2.8.  Léttemperatur: ’ o 260 °c |t= 8
_ _ BeQ | 5N 9625 Teit 2
13. Kennwerte bei 25°C ‘ ' iGIFTIG)] BEACHTEN
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: . | kes . |T 30 mA | Ug=28 vV _
’ lcso - A | Ucg= V. b, = °c

1.3.2. Emitter-Reststrom: leso —_— A Ugg = v
1.33. Grenzfrequenz: frifa —_— Hz Uce = Ve = At = MHz
1.3.4. Gieichstrom-Verstarker-Faktor: B ) 10... 100 Ue= 5 Vic= 1 A
1.3.5. Wechselstrom-Verstarker-Faktor: Rte — Ucg = Vg = At = KHz
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucgsar —_— v e = Alg = A

Ucksar — v lce = Alg = A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: Uggsor — v e = Alg = A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs typ. 270 pF Upg=28 Vilg= t At= MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces — pF Ugg = - Ve = Af= MHZ -
1.3.10. Warme-innenwiderstand: S| - Rme T 07 °krw
1.3.11. Warmewiderstand: _ Rinu —_— CC/mW

-1.3,12 Ausgangsleistung . Po 2100 W |Ug=28V, R =25W, f= 30 MHz

1.4 Ubrigé ele ktr.'VWerte'_'nacvl.'x ' Datenﬁatt 12/75 .

15 Zubensrieile AR o

1.6 Vorsicht : Dieses Bavteil enthdlt Beryllium-Oxid dessen Staub giftig ist. Sofern die Beryllium-Oxid-Keramik
L ... wicht beschadigt wird ist das Teil ungefihriich

1.7 . Lieferart:  Schutzverpackt gegen Beschadigung -
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Diode

R : Silizium
Telefvnken 5104 C 53
‘ : : . . 2 “ r :“‘:T -
‘ 1 ‘7 70 A’al/?oqunr/ng i % er\l s - "
P VIS | S
( | I ] —{
: _ fa——285,4 ——— 67298 e 25 4 —
1. Eigenschaften
11.- Mechanische Ausfihrung: -
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC J0-7/DIN Lorer
1.1.2. Gehiusewerkstolf: Glas ) s
1.1.3. Gehduseoberfiiche: — v b
1.14. Anschluspréhte I6tbar verzinnt/vergoldet
. Fo.rmel- Wert T MeBbedingung
12,  Grenzwerte: zeichen ‘
--12.1. Sperrspannung: Ugr 30 v g = AD, = ¢
12.2. Spitzen-Sperrspannung: . Ug,p Jo \" B, = °C
123, Sto3spannung: URstoss - V. {8, = °c
1.2.4.  Richtstrom/DurchiaBstrom: lo/lg - A O = T °C
1.2.5. DurchiaB-Spitzenstrom: lesp - A 0, = °C
12.6. DurchlaB-Stromsto3: lEgtoss - A Y = °C, t= ms
1.2.7. Verlustlzistung: P at - w By = °c
12.8. Temperaturbereich {Lagerung): O 559 bis #150°C
124, Sperrschichttemperatur: i -85 bis +/50°C - .
12.10. Léttemperatur: ™ 245  °C 1= £ -
/“.'.’-..f;' "
G . ) .
1.3 Kennwerte bei 25°C : !
1.3.1.  DurchlaBspannung : Ug s 099 ' g = 80 mA
13.2. - Sperrstrom: Ig 3 50 nA Ug=20 Vv
- ' I S /5 wuA D |UGg= 0 V= 0 °C
1.3.3. Sperrwiderstand: - Rp - Q Ug = \'4
1.3.4. Thermischer Widerstand: R g42 . °C/mw
1.3.5. Sperrschichi-Kapazitat: C; 3327 pF Ur= g5 V.f == 30 tHz
13.6. Gehause-Kapazitat: Ca e PF -
13.7. Rickwartszrholzeit: e — s lg = A aufly = A
- 13
e
14. - Obrige elektir.Werte nac W= ALG- TEK -~ Hendbuch  Stordart -leer 7970/77 (S. 499 f7 - BA [25)



7 Diode Quartett

Silizium

r Anwendungscode Te te f”nke" ’ : : :
! Gerate Klima-Klasse T . - :
Klasse n. DIN 40040 S 1 2 1 D‘
KIF LI el Bt 1971/35 4 |
ERP-Ber. Nr.. — : ) 1 / Aathodg -
Datum -— - )
1. Eigenschaften )
1.1. Mechanische Ausfuohrung:
11.1  Gehauseart. JEDEC 0035 /DIN
112  Gehausewerkstoff- (las
113 Gehauseoberflache: — :
1.1.4.  Anschiufidrahte 16tbar verzinnt/vergo!det
Formel- Wert MeBbedingung
12 Grenzwerte: zeichen
1.2.1. Sperrspannung: Ug 5 V Ik = A, = °c
122,  Spitzen-Sperrspannung: Ugsp % v 8, = °¢
123  StoBspannung: URstass -V b, = °C
1.24. Richtstrom: o 100 mA P, = o
125,  DurchlaB-Spitzenstrom: . lesp 200 mA 9 = °c
126. DurchiaB-Stromstof. lesross 1A * = °C,t= 1,0 us
1.27.  Verlustieistung: P 200 maw %= b5 oc
1.28. Temperaturbereich (Lagerung): 9 -65 bis +200°C . :
~1.28. . Sperrschichttemperatur: R —=55 bis 150+ - - - I
1210 Lottemperatur: i) 2k5°C t= s
13. Kennwerte bei 25°C 4 1,2V Ig= 100 m A
13.1. DurchlaBspannung : Ue 1 1,0v F = 5 mA
Ur 0,54 bis 0,64 V IF= 1mA
U 0,62 bis 0,78 V IF= 5mA 9, = - °C
1.3.2, Sperrstrom: IR 25 nA Ug= 20V
1.3.3, Thermischer Widerstand: R < = “C/mW
1.3.4. Sperrschicht-Kapazitat: C; = 4 pF Ug= 0 V.t = 1 MHz
1.3.5, Gehause-Kapazitat: Co - pF
136, Rickwartserholzeit: t, < 8ns e = 10 mAauflg = 10 mA
) gemessen btei Ig = 1 mA
1.3.7. Differenz der.Durchlngpannun% Ay < 5 av lp= 1w
" zwischen den Dioden eines Quartetts Ay < S aV If = 5 A
1.4. Ubrige elektr.Werte nach AEG-Telefunken Datenbuch Industrie-Typen 1971/72,
$.315 A
1.5. Hinweis: Unter dieser Sach-Nr werden 4 selektierte Dioden 1NL1LS
geliefert. Eine Verpackungseinheit enthdlt 4 oder ein Vielfaches
von 4 Dioden. '




" SI-NPN - Transistor

Anwendungecede )
Gerbte Kiime-Kieses TRB 4 _ 571
Kiaseo| nDINewmw |- — = @ g6, 9318 & LEADS
c CTC A3,
K E E C ot
— o
ERP-Ber. Ne B8 4@ 5 1 75-50 =
Datum .
Warsnart ) E P oa ' —'i
Nr(zes) [N 12111 P {19 ?.:;/g() ~
1 Eigenschaften - ‘
11 Mechanische Austuhrung : '
111, Gehauseart' JEDEC .  /DIN -] Q
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Keramik L_
113. Gehauseoberflache: 19 ke —1635
114  AnschiuBdrahte I6tbar vzin/vgol
qumel- Wert MeBbedingung
12 Grenzwerte zeichen
12.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso - v 9 = °C
1.22.  Kollektor-Emitter-Spannung: Uceg 110 viae-= °C
123 Emitter-Basis-Spannung: Ugso . ok v 0, = °C
1.24.  Kollektorstrom: Ic 20 A i, °C
125  Verlustieistung: Prot 270 w 0, = 25 °c
126 Temperaturbereich (Lagerung): 0, -65..+200 “C
127  Sperrschicht-Temperatur: i, ‘200 °C
128. Lottemperatur: i, 260 °C t< 8,
~ BeO 5N 9625 Teil 2
i3 Kennwerte bei 25°C ,‘GiF“G) BEACHTEN
1.3.1  Kollektor-Reststrom- lcso - . eg = v
lceo = At Ucg V.9, = oc .
1.3.2.  Emtter-Reststrom. lggo = A Ugg = v
13.3. Grenzfrequenz. tritg = Hz Ucg = V.ic = At= MHz
134  Gleichstrom-Verstarker-Faktor: 8 » Uce Viic=41 A
1.35. Wechselstrom-Verstarker-Faktor: hie - Uce = V.ic = At = KHz
136  Kollektor Sattigungsspannung. Ucgaar - v Ilc = Alg = A
Uctsar - v Ic = Alg = A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung. Uggsar - Ve = Alg = A
13.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs typ, 180pF Upg =50 V,Ig=0 At = MHz
139 Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces - pF’ Ugp = Vi = At = MHz
1310 Warme-Innenwiderstand: Ring 2 0,65K [ w :
1311, Warmewiderstand: Rinu - YC/mW
1.3.12 Ausgangsleistung Po 2175 W }U =50.V, P__ = 3,5W, f= JOMHz
1.3.13 Kollektor-Wirkungsgrad 7 typ 65% CE” ' "IN AT ‘

»

14

Die Transistoren werden paarweise mit einer max. Differenz der Gleichstrom-
verstirkung von 5% geliefert

Ubrige elektr. Werte nach Datenblatt 10/75

Vorsicht

Dieses Bauteil enthilt Beryllium-Oxid dessen Staub giftig ist.

Sofern die Beryllium-Oxid-Keramik nicht beschadigt
wird, ist das Teil ungefahrlich



| —./ ~ Transistor | T—
NPN - Silizium |

C Te‘ff‘w\k@ﬂ :‘5_{6' 103 ' ,‘ '!,'93 gﬁ,ﬁ :

S 22 2 T 1“(2.7) - N
B . 8 2« 'g Chip -Geometrie
~ " .
£ 1969/ o 4 e
. i ~
PN o I
1. Eigenschaften . .of
1.1 Mechanische Ausfihrung W "'01;47
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC JO 18 /DIN. 1843 L b o - L
1.1.2.  Gehausewgrkstoff: Metail 7( 5€{€ hfreyt 25 & 2” 708
1.1.3. Gehduseoberfliche: ] :
1.14.  AnschiuBdrahte 1dtbar vzin/vgol . g%gg&?oﬂa
' . INSLMO.
Formel- Wert MeBbedingung
12 Grenzwerto zeichen i
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 40 Vo= °C
1.22. Kollektor-Emitter-Snannung: Ucto 15 v 8, = °C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueao 5 Vi, = °C
12.4. Kollektorstrom: S Ic 02 A= °C z
1.25. Verlustleistung: Piot G5 & t,= 25 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): 8, -65 bis +200°C
1.2.7. Soerrschicht-Temperatur: v 200 <c
1.2.8. Lottemperatur: vi 245 °C = 5 s
1.3. Keanwerte bei 25°C
1.3.1.  Kollektor-Resistrom: lcso = 25 nA Yeg= 26 V
o 4 " lcso 5 15 pA | Ug= 20 V,p,= 150 °C
1.3.2.  Emitter-Reststrom: . leso & {00 nA Ug= 4 V
1.33. Grenzirequenz: . ty/ 300 bris 600 M2 Ug= 10 V.iic = {0 pAt= {00 MHz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 30 bis 125 Ugg= KO0 Vic= 10 mA
1.3.5. Wechselstrom-Verstirker-Faktor: hie : —_ Ucg = V,ic = Al = KRz
"1.36. Kollektor-Sattigungsspannung: . UcEsar s 040 v Ic = 0m 15 = {0m
Uctsol - v le = Alg = A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: UgEsat = 080 v e = 0 mAlz = {0nA
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazi'at: Ccs 35bi5s 60pF | Ugg= 10 Vg = G Af= | WMHz
1.3.9.  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces pF Ugg = Vi = Af= Midz
1.3.10. Waérme-Innenwiderstand: RinG a 146 °Cr W
13.11, Wairmewiderstand: . Rihu S 486°C/ W
1.3.42 Scholtzeiten: ton S 40 ns | Ic w0 mATgy» 3 mAlge: -2 V
: torr s 75 ns | Ic » 10 mA,Igy» 3 mA,Ig, « -1 mA

1

14, Ubrige elektr. Warte nach  AEG- Telefunken Dotenbuch 1969 [70 (5 25917

15. Hinweis: o Der Transistar muB eine wie oben gezerchnete _
Chip - Geometrie aufweisen. Der Transistor trogt oe Aufschiift 2N 708L

Art - Nr. 2720 -



Transistor N\

NPN-Silizium

c3 mit Gehiuse verbunden Tdffﬂhk .

Sl./

8
1.
E2
1
1. Eigenschallen
1.1, Mechanische Ausfihrung 3
1.11.  Gehauseart: JEDEC T0O-72-DIN 18A4
1.1.2.  Gehalsewerkstoff: Metoll
1.13.  Gehauscobetilache:
1.1.4. Anschiuidrahte lotbar vzin/vgol
Formel- Wert MeBbedingung
12 Grenzwerte zeichen .
. 1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucgo 30 v 8, = - °C
1.2.2. Kollektor-Emitter-Sgannung: Uceo 20. v 9, = - °C
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: Ugeo 5 \" b, = - °C
1.2.4. Kollektorsirom: ' Ie .30 mA B, = —  °C
125 Verlustleistung: Piot 145 mwW p,= 45 °C
126. Temperaturbereich (l.agerung): iy -55bis+175 °C
127. Sperrschicht-Temperatur: 9, 175 °C
1.2.8. Lottemperatur: 4 245 °C 1= 5 s
13 Kennwerte bei 25°C
13.1. Kcollekici-Basis - Durchbiuchspannung: Ucso &= 30 v ic = 10 pA
: Iceo - A | Upg= — Vi,= — °C
1.32. Emitter-Reststrom: , leso - A Ug= — V
1.33. Grenzfrequenz: fr 200 MHz Ug= 10 V.ic= 1 mAf= 100 MH?
13.4. Gleichstrom-Verstarker-Faklor: B 36 bis 125 Ue= 10 Vic= 1 mA
135.  Wechselsirom-Versidiker-Faklor: hie —_ Ug= — Viig= — Al= — Khz
1.3.6. Kolleklor-Sattigungsspannung: Ucesar . — v e = — Alg= =— A
‘ Uctsat - v lc = — Al= — A
1.3.7. B.a.sis-§5ttigungsspannung: Uggsar — Vv e = — Alg= — A
138 Rickwirkungs - Kapazitat: Cre = 09 pF Ug= 10 V.lg= 1 mA T~ 10,7 tiz
1.39  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces —_ pF Upg= — Vig= — Afl= -— WMHz
1.3.10. Warme-Innenwidarsland: Ring - — ¢C/mW
1.3.11. Wiérmewiderstand: Rinu — “C/mW
1.3.12. Rouschzahi: F = 45 dB Ug= 10 VIc = 1 mA,Rc= 100 S2
. f =100 MHz
1.4. Ubrige elektr. Werto nach AEG - Telefunken Datenbuch Standard -Typen Ausg. 1972/73 (S.333 tf.)
1.5. Hinweis: Der Transistor ist mit BF 185 gestempelt. -




e

1
.112
113,
Vm.«.

12

122
C123.
124
125

127,

1.2.8.

13. ’
1.3

132

~1.33.

1.34.
4 138
§. 1.36:

137
1.3.8.
139,

1.3.10.
1.3.11.

1.4

- Kollektorstrom:

4 Grenzfrequenz: .
Gleichstrom-Verstarker-Faktor: -

Exgensduﬁen

'Mechanrsche Ausfuhrung
- Gehauseart: JEDEC T0. 18 /DIN 18 A3 .

Gehausewerkstoff Metall
Gehauseoberﬂache _—
AnschluBdrahte Iotbar vzin

Grenzwerte
121

Kollektor-Basis-Spannung:  ' -
Kollektor—Emitter—Spannung'
Emmer—Bas:s-Spannung-

Veriustlelstung
Tnmperaturbere'd\ (Lagerung)
Sperrsd’ud‘xt-Temperatur*

Lonemperatur

Kennwerte bei 25°C
Kollektor-Reststrom: —

Emitter-Reststrom: .

Wechselstrom-Verstirker-Faktor:
Kollekwr-Sattlgungsspannung

~.

Basxs-Samgungsspannung

_Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:

Eminer-Sperrscnicpt-Kapazitét:
Warme-innenwiderstand:
Warmewiderstand:

Hinweis ;-

< Transistor:
. PNP -Silizium

Telefu nken

5475..

Anderungen der Chipgeometrie,

der Chipmetallisierung und
‘'des Bondverfghrens sind

nicht zuldssig.

Ubrige elektr. Werte nach —

Zubehdrteile —

o =
X2 l?- -
[ é 3 l\': - ;.,
" > ~
Z2g © eE =
53 P
Z Z 3 {
Lo />\- 01l +1
Z | LS - . ——— 5:2-»011 1?.7 Py
Typ hFE
S4L25T A 150.. 250
S425 717 8 200... 400
Formel- Wert " MeBbedingung
- zeichen
"cho A" ﬁu= . ZS,OC
= Ucto 5v | 8,= 125 °C -
~Ugso 5 v {g= 15c° "
e 200mA | 9,= 25 °C :
pm i v - LO0OmW 8, = 25 °C linear gbnehmend
’ o, -65...4 200 °C auf 0 bei 200°C
i : 200 °C
o 5°c |t 55,12 1,5mm
3s, bz 1’0 mm
—lcao‘ <1SnA UCB -30V
~ leso <10uA | Ug= -30V, g, = 150°C
) <20nA | Ug= -4V .
fr T > 200MHz | Ugg= -5V,c=-10mAft= 100 MHz
hFe siehe Tabelle | Usg= =SV,ic=-2mA
- Ucksar < 01V | l¢ =-10mA lg ==0,5 mA
- UCEsai < 0,68V lc =-100mA,lg = - SmA
= Uggsar < 11V | lc =-100mA,lg = — SmA
CCS < S pF ch =-10 V,le= 0 Af= 1 MMz
Ring < 0415 °C/mW
Ry < 045°C/mwW
Chipgeometrie:
(Maskensatz 4£003)
Chipmetallisierung-: Al
Bondverbindungen : Al- Draht,
¢ 25um




Transistor '
NPN -Silizium Teletu nka\u

5426... 5o~

1=
B 17 | =
- maz::rlf;
! 3 : \"ﬁ: u‘;. :’ S - ' 1 “j
i 8 1 2 i 3 v l o
N £ 3 b | >
1. f S
Ti Eigens&;ﬂéﬁ o ‘ F' N Nicht fir | ’ a./>\ 52+0,11 3
i . AN INeykeastr. | 185 32201 12,7 ot
11 Mechanische Austihrung ——
T.LT.  Gehiuseart: JEDEC TO 18 /DIN 18 A3 . = —
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Sockel: Kover, vergcidet '¥P - FE
1.1.3. Gehdusecberflache: Kappe : Nickei, blank S4268T7 A 150...3GCC.
1.1.4.  AnschiuBdrahte |6tbar yergoidet SL25Ta 250..400
R ’ R T Fo»rrnei- Wert . MeBbedingung
B f_."Cif_eAr’rzwerté-f ©T o vo| . zeichem e
Kollektor-Basis-Spannung: Ucso. . 75V B = 28 °C X
: Kolléktor-E'nitier-Qpannunq:' o Uezo ' S5V | 8, = 25 °C 5
',_‘Emmer-Bas:&Spannung- Y Ueso § V| 8= 28 °C .
: . Kallektarstrom: S Ie . S00maA | B, = s °C -
125" Veriustlelstung: N Prot . S500mw #, = 25 °C, linear gbnenmend-
126. Temperatwrpereich (Lagerung): D, -65..4200 °C aut 0 et 178°C
127. Sperrschicht-Temperatur: =~ T 175 °C ’
1.2.8.  Loéttemperatur: 2 B R WS °C t< 5s,t 2 L5mm
R A 3, z L0mm
1.3. Kennwerte bei 25°C _
131, Kollektor-Reststram: lees <10nA { Ugg= §3 V
R .| lees < 10 uA Ucg= §5 V,8,= 1350 °C
© 132  Emitter-Reststrom: ] teso. < 10nA Ugg= 3 V
133. Grenzfrequenz: ’ [ S > 25GMHz | Ucg= 20 V. Ie 20mA, f= 100 MHz
1.2.4.  Gleichstrom-Verstirker-Faktor: ) hFE siehe Tabelle U= 10 Viic= 20mA =)
1.3.5. | Wechseistrom-Verstarker-Faktor: .
13.6. Kollektor-Sattigungsspannung: } Urzoge <93 Vv lre = 10
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: : Uggsar <12y e = 1%
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs : ‘< 7 pF Ucg =
1.3.9:  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces ) i < 20pF Ueg =
- 1.3.10. - Warme-innenwiaerstand: .- . 1. Bpg < 0,08 4.SC/mwW
13.11 Warmewiderstand: - S < 03  °C/mw
’ g
1.4. Hinweis : Anderungen der Chipgeometrie, Chipgeome trie: LTI
der Chipmetailisierung und (Maskensatz 493) 28 Ez!
des. Bondvertahrens sind. Chipmetallisierung: Al S"} =
nicht zuldssig P4
. . Bondverbindungen : Al - Orght =0
1. Ubrige elektr. Werte nach — 8 32um t
B
‘») izpulseifig messen mit tp - 300 us tp/l, -1 : ' f»
g l—‘ a 0.5 __:
S




/ Gleichrichter-licde

5,':11um : :
Semtech Joutgesterm meeichnuns SCA
et 6,385 - 9 A
g
—— . /| %) S
"‘—___——,—-———(1;:-!5_’—"—_[\— it —3[ Iy Un ‘
. min. b
- s"g i I §jCA === 55.__- e."i) st L2
1. Eiganschalten by _ SCA 1 100 420
: 6645 £ ib—e SCA z_ | 200 /] 240 | 33
% 11. Mechanische Ausfithrung ) SCA 3 3007 | 360 |
1.1.1. Gehduseart: JEDEC - /DIN . SCA & L60 562
1.1.2. Gehiusewerkstofi: Glas . ‘H2=f fgj z _ al 23?) f/i‘g
1.1.3. Gehiuseoberflache: - — ' ;CA ,8‘: 550 Q:?O
] Iy 2 R . i M e e = el
3 1.1.4. Anschiuddrahte lstbar --Reinsilber SR 55 5
{ ' Fo.”?cl- Wert - ' Mebbedingung
12. Grenzwerte zeicien -
1.21. Sparsparnung: Ur _*;l\TaQ. V = Ady= cc
1.2.2. Spitzen-Sperrspannung: ’ URsp L V &= °C
1.2.3. Durchbruchspannung fivalanche) Uan 5 . plob. V |8y = °C
§ 1.2.4. Richistrom: lo (}}' 1,0 A |0 = 55 °C -
1.25. Durchlad-Spitzenstrom: ks 7 ‘{f)- {0 A |by= 25 °C
{ 125, Durchlab-StromstoB: : lreoss /7| 50 A lou= 25 oC
1.2.7. Verlustleiztung: P L R - Wy = °C
£ 128 Te..‘pe.—?!urb"'eich (Lagerung): 05“\ -55 bis +175 °C
% 1.29. Sporrschichitemperatur: Q}ﬂ -65 brs t+ 175 °C -
é 1.2.10. Lottcmperatur. 245 °c |'t£ 10 sec
i N _
i ‘-. ;‘s' - -
%¥13. Kennwerte bei 2’°C ¢
3 13.9. DurchiaSstom: 7 . Ir 2 1,0 A {Us= {0 V
f 1.3.2. Sperrstrom: j'\."':‘ In 3 40 MA {Ur= s5]lcb V
-(_'; Ir £ 50 MA jUr= sTob V&= 125 °C
133. Sperrwidarst 5 ‘d Ry - @ |ue= vV
} 1.3.4. Thermischer Widerstand: R:a — °C/mV/
1.35. Sp ﬂrrso‘mcm-K -pazitit: Cj - pF jUs= V,§f = Hz
:1.36. Ge chiuse-Kepazitit: b ' Ca — pF
E 1.3.7. Ruc’.\wlar‘.serho!zelt. 6 ' ter — s lp == Aauflp= A
.l\ (‘)
A
0
é \/\‘y‘/
t4. Obrige elektr.-Werte nach Semiech - Dolenblolt No. R45
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Obrigo ciektr.Werte nach Semitech Datenblatt k62 ( fusg. Firz 1668 )

T i W i
Eigenschaiten
Mechanische Ausfihrung: , ,
Gehiuscarl: JEDEC =~ /DiN ~— , : M2
" Gehausewerkstoli: hunststoff
Gehauseoaer!zachc:
AnschluBdrahicdétiar varzinniagagaldat 33 1her
Formal- | - Wert MeBbedingung
Grenzwertle: zeichen
Speirspannung: Ug -V Ih = A, = <C
Spitzen-Sparreparnung: ' Yeeo LeCh v O, = o
Sto%spannung: Upsioss -V By, = °C
Richtsirom . Io 10 rA By= 5% °C
CurchlaB-Spitzenstrem: Irsp - 6,1 A ty = 23 °c
Durc.i‘.ia-'i-S.ru.nslo.;. legtoss 2 A i,= 25 °Ct= 8,3 s
Vertustleisiung: . P - W 3y = “C
Temperateroercich (Lagerung): s =55 bis 4140 o¢
Sperrschichitemperatur: if +150 ec
Léltemperatur: & +25 “C t=- , 5 s
S i I o
3 . .
Kenanwerte hei 25°C
Durchladspannung ¢ : U S 1o lg = 10 nA
Sperrstrom: : . E < g Up= 530 V
2 - n/‘- Ug= 5630 V.0, = 19y °C
Sperrwiderstand: : Rg Q Up = v
Thermischer Widerstand: | Rin : eCimv
Sporrschicht-Kapaziit: C; =1 pF Up= 0] Vi = 160 K.
Gehéause ~kapa itat: Co - PF
Rickwartserhoizeit: tr ' - s’ g = Asuflp = A
.



Gleichrichter-Diode
Silizium

Semfech  SCT 1

n
&
*ﬁg Polaritatskennzeichnung aufgestempelt
1969 24 / "
- N
2 :! =
< o
P : A Silberdichte
Eigenschaften = 6.385 ’
Mechanische Ausfihrung — 659'3“6 S
1.1.1. Gehduseart: JEDEC - /DIN
1.1.2. Gehausewerkstoff: Glas
1.1.3. Gehiuseoberfliche: -
§ 1.1.4. AnschluBdrihte lﬁtbar’m-nl-vgel- Rernsrtber
Formel- . .
Grenswerte seichen ¥ Wert MeBbedingung
¥ 1.2.1. Sperrspannung: Ur \J-’ - v IR A By = °C
i 1.2.2. Spitzen-Sperrspannung: - URsp 55 100 Vv 0y = °C
4 1.23. StoBspannung: URetoss Q’,‘J - Vo= °C
£ 1.24. Richtstrom: lo &L 1,0 A o, = 55 °C
£1.25. DurchlaB-Spitzenstrom: frsp .Y 6,0 A J8,= 55 °C
§ 1.2.8. DurchlaB-StromstoB: lp{ﬁ.“- 25 A |eu= 355 °C £<£ 83ms
f 1.2.7. Verlustleistung: ‘:P_. ) - W jbu= °C
2 1.28. Temparaturbereich (Lagerung): AN ~65%--+175 °C
l. 1.2.9. Sperrschichttemperatur: % -65°.-..-+175 °C .
% 1.2.10. Lottemperatur: ne 0 245 °C t< 10 sec
§ . h‘;‘.,\_.’ A
e T o -
AL ’
\, s
; Kennwerte bei 25°C A
¥ 13.1. Durchla8spannung ',\-"'-,.' Ur £ 1,3V : Ir= 1A &
¥ 132, Sperrstrem: i’ o Ir £ 10  uA |Ur= 00 V
; wY Ir £ 30 A fUn= 100 Vb= 125  oC
i 1.3.3. Sperrwiderstand: Re - Q |Ur= v
? 1.3.4. Thermischer Widerstand: R - °C/mW
£ 1.35. Sperrschicht-Kapazitit: Cj LI £ pF {Ua= 12 Vi = 60 Hz
1.3.6. Gehiuse-Kapazitit: Cg ~ - pF v
$ 1.3.7. Ruckwirtserholzeit: tee £ 150 ns Ir = 0,5 Aasflrg= 71,0 A
2 13.8. Gleichrichterwirkungsgrad n &5 °fo U gr:mur;g ‘:,“'I; = Soo';s,fﬂz
Ry = sKS
14. Obrige elektr.-Werte nach Sermfech - patenblatt No. R50



